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NORMA BRANZOWA
_ BN-87

' 3375-30/07
ENTY
POLPIEZ:F‘E\?VAOBN!KOWE Tranzystory typu

BC 237, BC 238, BC 239

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczego- Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
fowe wymaganmia dotyczace tranzystoro6w NPN malej CE 35.
mocy, matlej czgstotliwosci, wykonanych technologia
epitaksjalno-planarng, typu BC 237, BC 238, BC 239 Tablica 1. Oznaczenie typu (podtypu) kodem

w obudowie plastykowej, do zastosowan powszechnego Typ tranzystora Kod
uzytku oraz w urzadzeniach wymagajacych zastosowa- T -
nia elementéw wysokiej i bardzo wysokiej jakoSci. BC 237A 237A
Tranzystory przeznaczone sa do pracy w stopmiach |- BC 237B 237B
wejsciowych 1 sterujacych wzmacniaczy matej czgstotli- BC 238 238
wosci. BC 238A 238A
Tranzystory BC 239 przeznaczone sg gléwnie do za- EE ;; g?; ;ggg
stosowan w stopniach wejsciowych o niskim poziomie BC 239 239
szumow. _ BC 239B 239B
Tranzystory BC 237, BC 238, BC 239 moga by¢ sto- BC 239C 239C
sowane jako pary komplementarne z tranzystorami ty-
pu BC 307, BC 308, BC 309.
Kategoria klimatyczna dla tranzystorow:
— standardowej jakosci (poziom jakosci I) — X
40/125/04, Wykonante [
— wysokiej jakosci (poziom jakosci III) — , " L
40/125/21, = e o
— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci IV) —
40/125/56. i
2. Przykiad oznaczenia Ez : <
a) tranzystora standardowej jakosci: E. n

TRANZYSTOR BC 237A BN-£73375-30/07 i
b) tranzystora wysokiej jakosci: _ A—A
TRANZYSTOR BC 237A/3 BN-87/3375-30/07
c) tranzystora bardzo wysokiej jakosci:

» £
TRANZYSTOR BC 237A/4 BN-87¥3375-30/07 -I/E 1
3. Cechowanie tranzystorOw powinno zawierac nastg- // _\ % 7 ﬂ

pujace dane:

a) oznaczenie typu (podtypu) kodem wg tabl. 1,

b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wyso- : k
kiej 1 bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory wysokiej jakosci powinny by¢ znakowa-
ne cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cy-
. 4, umfeszc?ona PO (?Zﬂaczemu typ’u. | — dopuszcza si¢ $lad (ubytek tworzywa) po wypychaczu na po-

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora — wierzchni korpusu obudowy, 2 — dopuszcza sig ubytki na krawg-
wg rysunku 1 tabl. 2. dziach wyprowadzen A < 0,05.

[BN—g7/ 3315 - 30/07)

Zgtoszona przez Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikéw dnia 21 listopada 1987 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10)
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2 BN-87/3375-30/07
Tablica 2. Wymiary obudowy CE 35 5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
Kat | 3375-30700 p. 5.1
Symbol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm -
wymiaru wymiaru ’ . . '
] P N N | e ot c 6 l\;Vymagama szczegotowe do badan grupy A, B,
i
¢ w | = e : o 4 M) — a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow:
b 0| — |05 | M 36) —| 42| — A, @D, I wg rysunku i tabl. 2,
b — L 04| — E 341 —| 38| — b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tabl. 3,
op |45 | — | 52 P 2] =1 15[ = c) badania grupy B, C 1 D wg tabl. 4, -
- d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie 1 po
g il Wl B ol 260 — 3] — badaniach grupy B, C i D wg tabl. 5.
e') 2.0 — | 30 @ — — — 20°

') Wymiar kontrplowany w odleglo$ci 2 mm od ptaszczyzny
podstawy obudowy.
2y Dotyczy oceny lutownosci.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-30/00.

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, Ad i C2

p Kontrolo- | Metoda pomiaru Je- Warto$ci graniczne
Hlupg wany pa- wg PN-74/ dno-
badar za) badani i i -
idan Rodzu) badania | rametr | T-01504 Warunki pomiaru stka BC 237 BC 238 BC 239
J_il miary | min | max { min | max | min | max
! 2 L3 4 5 6 | 7 | 8 | 9| 10| 11| 12
A2 S[‘l'ilWLIZL'HiC ]Cg() ark. 05 Uecg = 45 V —_— 15 — — — —_—
E pf‘:i—:[;l?:;l::.mh Ie=0 -
Skl Ucs = 20 V sx bom | —] W]~ 1f
. clektrycznyeh
i 11-; =0
; Utar) cro ark. 03 Ic =2 mA \% 45 | — 20| — 20| —
Ig = 0
. U(ax)gao ark. 04 Ig | j.lA Vv 6 —_— 5 —_ 5 _
Ic =0
| hag') ark. 01 Ic = 2 mA 110 | 480 | 110 | 850 | 200 | 850
Vs =35V Al (o2 ]10] 260 — | —
B 200 | 480 | 200 | 480 ; 200 | 480
; (% — — | 400 | 850 j 400 | 850
g Ic= 10 pA A — | = = | = ] = ]| ==
Uz =3V B | — | 40| — | 4| — | 4] —
5 — — 100 | — i 100 | —
F ark. 46 Ic = 0,2 mA —_ 10 — 10 — 4
Uce=5YV
R, = 2 k)
fr = 1 kHz
Af = 200 Hz dB
Ic =02 mA _ | - -] - | = 4
Ueg =3V
R, = 2 k)
f = 30 Hz+15 kHz
A3 Sprawdzenie Usgg ark. 01 Ic = 2 mA Vv 1055107 1055] 0,7 (.55 | 0.7
C2 drugorzgdnych Ucg =35V
parametrow U Ic = 10 \Y 0,25 0,25 0,25
clektrycznych =5 - ark. 02 c= mA = 4 — A — A
Is = 0,5 mA
Use sai ark. 02 Ic = 10 mA A — 108 — 1 0,8 — |08
Is = 0,5 mA )
fr ark. 24 Ic = 10 mA MHz | 150 | — 150 | — 150 | —
Ue=5V
f = 100 MHz
Ceso ark. 22 Ues =10 V pF — | 4,5 — | 45 — | 45
f=1MHz "'




BN-87/3375-30/07

F_
cd. tabl. 3
Kontrolo- | Metoda pomiaru Je- Wartosci graniczne
Pct)uii?ﬁpa Rodzaj badania | " o> P4 Wi FT Warunki pomiaru | 9"° | BC 237 | BC 238 | BC 239
v rametr T-01504 arun¥i pormarth 1 cika : . .
miary | min | max | min | max | min | max
1 2 3 \ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A4 Sprawdzenie Icro ark. 05 Ucs = 40 V HA | — > — - — —
parametrow Isr =0
elektrycinycho Ues = 20 V _ _ - 5 . 5
W Tamb = 125 C I — 0
(poziom I11i V) BT
') Selekcja na klasy wzmocnienia A, B, C tylko na zyczenie odbiorcy.

g

Tablica 4. Wymagania szczegélowe do badan grupy B, C i D

=

(poziom jako-
sci I 1 IV)

Podgrupa ; . .
L . o qUZ S v l,
p bada Rodzaj badania Wymagania szczegodiowe
l 2 3 4
1 BI, ClI Sprawdzenie wytrzymalosci mechaniczne] wyprowa- préba Ub: metoda 2, 2,5 N, I cykl proba Ual: 5 N
dzen
Sprawdzenie szczelnoS$ci proba Ql, wodny roztwér alfenolu
2 B2, C3 Sprawdzenie lutownosci wyprowadzen ocena lutownosci nie obejmuje czdét wyprowadzen (po
wycigciu belki) oraz bocznej powterzchni na wymiarze
n (po wycigciu mostkow)
L B3, C9 Sprawdzenie wytrzymato$ci na spadki swobodne potozente tranzystora w czasie spadania: wyprowadze-
niami do gory
4 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne mocowanie za obudoweg
5 BS, C5 Sprawdzenie wytrzymatodci na nagle zmiany tempera- Ta= -33°C; Tg= I55°C
(poziom jako- | tury
sci 111 1 IV)
6 B6, C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia elektryczne uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5: obcigzenie:
dla BC 237: Uegg = 30 V, I = 10 mA
dla BC 238 i dla BC 239: Ucsg= 15V, Ie=20 mA
7 C3 Sprawdzenic masy wyrobu 0,20+0,25 g /
8 C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia stale kierunek probieczy: obydwa kierunki wzdtuz osi wy-
prowadzen, mocowanie na obudoweg
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o stale) czgsto- mocowanie za obudoweg
thwosci (dla poziomu 1)
Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o zmiennej
czgstotliwoser (dla poziomu [II i IV)
9 G5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na ciepto lutowania temperatura kapieli 350°C
10 < Sprawdzenie wytrzymato$ci na zimno b i = -55°C
(poziom jako-
sci V)
11 ‘ CB. Sprawdzenie wytrzymalosci na suche goraco T 155°C
(poziom jako-
sci I 1 TV)
12 Ci10 Sprawdzenie wymiarow wg rysunku i tabl. 2
13 DI Sprawdzenie odpornosci na niskie ci$nienie atmosfe- temperatura narazenia 25°C
(poziom jako- | ryczne
sci III 1 1IV)
14 D2 Sprawdzenie wytrzymato§ci na rozpuszczalniki alkohol izopropylowy lub aceton; 4 i @D wg rysunku
1 tabl. 2
15 D3 Sprawdzenie palnosci palnod¢ zewngtrzna
16 D4') Sprawdzenie wytrzymatosci na plesn brak porostu ple$ni
(poziom jako-
sci 111 1 IV)
17 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgl¢ solna potozenie tranzystora dowolne

') Badanie stosuje si¢ przy zamOwieniu wyrobéw w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.




4 BN-87/3375-30/07

Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D

Oznacze- . Jed- Wartosci graniczne
nie para- Mstioda, gty Warunki nost-
we PN-74/T-01504 . Podgrupa badan BC 237 BC 238 BC 239 *
metru pomiaru ka
miary [ min | max | min | max | min { max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lca() — ark. 05 Uca =45 V Bl, Cl s 20 —_— _— — —
o = nA
= B3, B4, B5, C2, C4, CS, DI =~ | 18] ="} &= || — [ =
H Ues =20V Bl, Cl — -— —_ 20 | — 20
PR nA
g B3, B4, BS, C2, C4, CS, DI — | =] =1 15| =115
U =45V B6, C6, C8 nA | — 100 | — — — —
iz =1 c2!) ik | — | 8] — | = [ =} =
Uep =20V B6, C6, C8 nA —_ —_ — 100 — 100
It =0 Cz'l) pA - = - 5 - 5
hae ark. 01 Ice = 2 mA Bl, B3, B4, BS, Cl, C2, (4, 110 | 480 | 110 | 850 ( 200 ; 850

Uce=5YV oy 7 110 | 240 | 110 240 | — —

B 200 | 480 | 200 | 480 200 | 480
o — | 400 | 850 | 400 | 850
B6, C6, C8 90 | 580 90 | 1020 | 160 | 1020
A . 90 | 290 9 | 290 — —
B 160 | 580 | 160 | 580 ( 160 | 580
C — — | 320 { 1020 | 320 { 1020
C2?) 45 | — 45 | — 80| —
A 45 | — 45 | — —_ —_
B 80 | — 80 | — 80| —
L — — 160 | — 160 | —

'y W c¢zasic badania odporno$ci na suche gorgco.
) W c¢rasie badania odpornosci na zimno.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen- BN-76/T-01504/46 Tranzystory. Pomiar parametrow szumow
trum Polprzewodnihow, Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL  BN-80/3375-30/00 Elementy potprzewodnikowe. Tranzystory matej

W Roszalinie, mocy mate] czgstotliwosci. Wymagania i badania
2. Normy zwigzane
PNCTAZT-01504 /701 Tranzystory. Pomiar hAae i napiecia Use 3. Symbol wyrobu wg KTM
'N-74/1-01504/02 Tranzystory. Pomiar napi¢g¢ nasycema Ucg s BC 237  — 1156211301002
b i rtens BC 237A — 1156211301015
PN-74/T-01504/03 Tranzystory. Pomiar napi¢¢ przebicia Usr) czo, BC 251R — 115621301028
BC 238 — 1156211302003

Usry ces, Uisry cer, Usry cex

I’N-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napig¢ przebicia Usg) cso BC 238A — 1156211302016

BC 238B — 1156211302029
BC 238C — 1156211302031
BC 239 — 1156211303004
BC 239B — 1156211303017
BC 239C — 1156211303020

| L"{BR) EBCQ

IN-T4/T-01504705 Tranzystory. Pomiar pradow wstecznych Icso
it Leso

PN-74/T-01504/22 Tranzystory. Pomiar pojemnoSci Ccao 1 Ceso

I'N 74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modutu |A2] w zakresie
wooeze 1oczgstothiwoser fr

PN U8/T-01515 Elementy  potprzewodnikowe. Ogblne wymagania
¢ badunia , 5. Dane charakterystyczne — wg rys. [-2+1-5 i tabl. I-2.

4. WartoSci dopuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-1.




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/07 5

'Ic '}

Ty

Jez -

-

Ucex Ueg=1V Uee

—

BN—87/3375-30/08-1-

Rys. I-2
Objasnienie do rys. 1-2: Napigcie kolankowe — Uczx, Warto$¢ napig-
cia kolektor-emiter wyznaczona przez okreslong wartosé¢ pradu ko-
lektora Ic na takiej charakterystyce wyjSciowe) tranzystora Ic =
= f (Ucg) przy Is = const, ktdéra przechodzi przez punkt: I = k I¢
(np. k = 1,1), Uce — okreflone, np. Ucg = 1 V

Prot §
mW
300 BC 237, BC 238, BC 239
AN
|
| \
|
200 ¥ N
| \
t -+
| \'4<
| o
100 { N
|
I '\
I N\
L 1 A -
-0 -5 0 2 100 150 tamp °C
Rthj-a 442050/W
(BN —87/3375-30/07-1-1)
Rys. I-1
Tablica I-1. Wartoéci dopuszczalne
Ozna- Jedno- Wartosci
Lp. czenie | Nazwa parametru stka dopuszczalne
pa:a— miary BC BC BC
R 237 | 238 | 239
I Ucso Napigcie kolek- A" 45 20 20
tor-baza
2 Uces Napigcie kolek- \% 45 20 20
tor-emiter przy
Uge = 0
3 Ucso Napiecie kolek- \% 45 20 20
tor-emiter
4 Ugso Napigcie emiter- \'% 6 5 5
-baza
5 Ic Pragd kolektora mA 100
6 Tem Prad szczytowy mA 200
‘ kolektora
7 Ip Prgd bazy mA 50
8 Pisi Catkowita moc mW 300
wejSciowa (stala
lub srednia) na
wszystkich elek-
trodach @
tamb--<-..25°C
9 Yy Temperatura A 150
zlacza
10 Isig Temperatura % «=55-+155
przechowywa-
nia
11 tamb Temperatura °C -40+125
otoczenia w cza-
sie pracy

ae B BC237 )
8 =19
||
J 25 |
20
‘B i
E !
Ty=5uA
| 1
0 20 30 40 5 UgV
BN - ~30/07-1-
Rys. 1-3
2P Jm 1 B( 238
P 70| |tamp=29C BC 239
60
12 . 5
90
8 —k
p 20
Iy=10mA
0 [ 1
4 8 12 18 20 M UV

[BN-87/3375-30/07-I-4]

Rys. 14
237
I 1l
hae =2 hZ'IEUQ}}..
NORH Te18 =g el
Ueg=3V
, tamb‘zs
05
0

10-¢

-1 10° 10" IcmA
]BN—87[3315-3D@7—I-5

Rys. I-5



Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/07

Tablica I-2. Dane charakterystyczne

& g
= w 3
Oznacsens Warunki Jiﬂ?; ATl pammeron
Lp. parametru Nu/wil parietru pomiaru r;liary BC 237 BC 238 BC 239
min | typ | max | min | typ | max | min { typ | max
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
] Ieso Prad zerowy ko- Uecg = 45 V — 1 0.2 , 15 — — — — - —
fektora Ie = 0 o
Ucg = 20 V — — — — 102 15 — | 0,2 I5
I = 0
2 Usry ceo Napigcic przebi- Ie = 2 mA \ 45 — — 20 | — — 20| — —_
' cla kolektor- Iy = 0
~emiter
3 Uisr) g0 Napigcie przebi- Ie = 1 pA Vv 6| — — 5|1 — — 5| — —
cla emiter-baza e = 1)
4 Uck sat Napigcie  nasy- Ice = 10 mA \% — | 0,09 | 0,25 — {0,091 025 — | 0,09 [ 0,25
cenia  kolektor- Is = 0,5 mA
emer Ic = 100 mA") v | — 0206 | — 02|06 | —| — |-
Is = 5 mA £
5 Use sus Napigcie  nasy- Ic = 10 mA Vv — 1 0,7 083 | — |07 083 | — | 07 0,83
cenia baza-emi- Iz = 0.5 mA
r Ic = 100 mAl) v {.—1{09 [105] — log fres| —| — | —
Is = 5 mA
6 Ucen?) Nupigcie kolan- Iey = 10 mA % — |1 03 |06 — 103 | 06 — 103 |06
kowe Uce=1V
Iz = 11 mA
7 Usg Napigcic  baza- Ic = 0,1 mA A% — | 0.55 — — 0,55 — — | 0,55 | —
-cmiter Uce=85V
Ic = 2 mA Vv 05506207 055062107 (055]062 |07
Uce =5V
Ic = 100 mA") Vv — | 083 | — — 1083 — — — —
Uce=5YV
8 hag) Statyczny Ic = 10 pA Al — 920 | — — 9% | — — — —
wspolczynnik ik B| 40| 150 | — | 40 |150| — | 40 15 | —
wzmocnienia :
pradowego Cc{ — - — 100 | 270 | — 100 { 270 | —
ktadzie
WoussdiE =9 mA 10| — | 480 [110 [ — | 850 {200 | — | 850
wspolnego emi- o= 5 ¥
tera “* A|110| 180 | 240 | 110 [ 180 | 240 | — | — | —
— B 200 290 | 480 | 200 | 290 | 480 | 200 | 290 | 480
Cf — —_ — 400 | 520 { 850 | 400 | 520 | 850
Ic = 100 mA') Al — 120 | — — 120 | — — — —
it Bl—]20]| — [— 20| — | —| — | —
cC| — — — — | 380 | — — — —
9 hult) Matosygnatowa Ie = 2 mA 1,6 — |85 |16 — 15 | 3.2 — 15
Zwarciowa im- Uce=5V
pedancja wej- | f = 1 kHz k) 15 130 |45 118 130 145 i — =
sciowa w ukla- B|32 {60 |85 (32 |60 |85 |32 |60 |85
dzi Olneg
B8 WHRINERD — | =1 = l6o0 [9a | 15]60 |90 | 15
emitera d
10 hi2d) Malosygnatowy Ic = 2 mA — | LS — — | LS - | - — —
rozwarciowy Ucre=35V -
wspolczynnik f =1 kHz MET B~ |20 = = 140 e sl b i
wstecznego C| — — — — 130 — — | 3,0 —
przenoszenia
napigciowego
' wspolnego emi-
tera




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/07

cd. tabl. I-2
P Warunki JZ?;;- Wartodci parametrow
Lp: parametru Nazwa parametru | pomiaru — BC 237 BC 238 BC 239
min | typ | max | min { typ | max | min | typ | max
11 h2ie’) Matosygnatowy Ic = 2 mA 125 | — | 500 | 125 | — | 900 | 240 | — | 900
ZWarciowy Uce=5V -
o ——— F=1 kil 125 | 200 | 260 | 125 | 200 | 260 | — —
przenoszenia — B | 240 | 380 [ 500 | 240 | 380 | 500 | 240 | 380 | 500
pradowego ~ C|— | —| — |45 | 600 | 900 | 450 | 600 | 900
w uktadzie ‘
wspolnego emi-
tera
12 h22*) Matosygnatowa Ic = 2 mA —_ — 60 | — —f 116 | — — | 110
rozwarciowa Use=5V .
admifancja wyj- | f= 1 kHz us gL il N W Bl A =] =]
sciowa w ukla- B| — 30 60 | — 30 60 | — 30 60
dric wspolnego — | —| — | —| 60| 10| — | 60| 110
emitera
13 F Wspbtczynnik Ic = 0,2 mA — 3 10 | — 3 10 | — 2 4
szumow Uce=5V
R, = 2 k)
f =1 kHz
Af = 200 Hz dB
Ic = 0,2 mA — — — — — — -— 2 4
Uce=5V
R, = 2 k)
f=30 Hz + 15 kHz,
4 fr Czgstotliwosé Ic = 10 mA MHz 150 | 300 | — 150 | 300 | — 150 | 300 | —
graniczna Uce=5V
f = 100 MHz
15 Ceso Pojemno$é¢ zig- U =10V pF — | 25 | 45 — | 25 | 45 — | 25 |45
cza kolektora Ir =0
f =1 MHz
16 Ceso Pojemnos$¢ zia- Up = 05 V pF — 8 — — 8| — - 8 | —
cza emitera Ic=0
‘ f =1 MHz
') Pomiar impulsowy t, < 300 ps, § < 2%.
2) Okreslenie wg rys. I-2.
%) Selekcja na klasy A, B, C tylko na zyczenie odbiorcy.




